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different material which f splaces the ^£^^£Stch. 
position when the temperature changes in ^ substrate and 

which is formed on an wer xnsulat ^ayer ^-rmrSSLr- - 

which has a first ^tallxzatron, * chafer and a second 
membrane with feet resting on ^he substra fche flexib i e 

metallization on the int «^ face j£ *h An Independent claim is 
membrane has a layer as described ab ove mi cro-switch by 

also included for production °f t ^ e a ^ bstratef covering part of 
forming a first metallization on he ^rial layer, depositing a 
the metallization with a ^"^^^i^ing layer, removing the 
second metallization and then .n«sul at g y ^ . nsulating 
sacrificial layer through ^opening tor insulating layer, 

layer, plugging the opening and thinning 
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@ ^invention "^en^ 
feme sur une cquche sup6neure .solante (i) c m 
de circuit integre, comprenan . une ™ } 

(34); une membrane soup e W*gfi££JZ g? £ substrat 

enkppui sur le sub strat ( JJjyJfXSK 85 sur la 
une enceinte (14), une aeuxieme gn CQn . 

face interne.de la ™^™*|^35^n; et une por- 
ture varie. 
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^onerne un microinterrupteur 
^ presence invention concede rouvertu re et 

la lcm ture sent deter-nmees V «- a .„ circuit 

ac«t la fabrication soit compatible avec 

in * 69r *- _ des circuits integres. et plus partl- 

16 d ™ aine sur silicium, on realise 

ex-l*— « dive« , -^ isMrs M talents. Ces 

transistors «0S ou ^polair^ ae jr ^ „ 

interrupteurs statiques sont even^ oio de ou une 

o^posant sensible a la £ ^taction tharououe. 

distance, pour reiser « est *'Us 

Toutefois. un inconvenient des de a 1'etat 

patent inevitable*ent une oartarne i^onv^niant 
passant at done une consc^atior ^ ^ d , isolaMnt salvia 
Z qu-Us na prfcsentent pas a , utilisa tion. 
entra la circuit da con^ande etla "r^ ^ ^ 

„n objet da la prasante invent . m6canlqu e- 

— «*-nTTJl^S ^ — antra aeu* 
> * i;TunTClatlon de texture, oe 

SLtoents conducteurs par suite a una 
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OBlles d'un circuit ^ a p^voir un tel 

micsointerr^pteur thermique qui «.t 114ohau£fe ment 

pr ^ lit aans on J"^. a^er cas. on cherche * 

^^^.C^'Hsc^t galvanique entxe le 
former un microinterrupteur a 

^ de cc^anae et - cir-t w proc ^ de 

- ««— «* ~n visejg avec 
f abri~tion ^ issant 

composants du circuit integre pr esente invention 

atteindre ces J- ^ 

pre voit un * 3U 

rie ure isolante d'un - ^ ^aaiia 

— - PremiteS "tTlX^trat et dafinissant avec oae 
ae pieds en appui sur ledit deux i<Sme 

piedS 6 t 1^ _ ptiblS 

rnetallisatxon sur la face ^ de ladite au mains une 

de venir en contact et de s ecaxu ^ d'un 

— -~^^VJ^ ~ sur una £ ac da 
nateriau distinct de celui de ^ ^ ^trale de la 

la membrane entre lesdits pi n-sition de repos quand 

5 m«*rane pour ecarter la membrane de sa positio 

la temperature varie _ ^ ae la prtaent* invention, 

selon un mode de real ^versSe par un 

ladite portion de couche est susceptible d etre tr 

courant electrique. oresente invention, 

salon un ^ de ^al-tion de^P- ^ 

le -crolnterrup^J^ ^ et ^ « qu.l ~*rend 

me-caixx=>a^«* ^ „ _ lnt de contact; conaucrc<=— 

sur la face interne de la membrane un plotde 
a^ptible de mettre en contact les deux 



35 sations. 
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3^ un ^ ae ration <e la prese^^ 
~* «n,T le substrat une premiere mew- 
le ^crointer^te^ ^ ^ ^ _ deu ^ 

lisation et sur la face inf Qn( ^ extremites en 

^tallisation se prolong en ^ ^ suscep^les 

5 regard des prendere et deuxxene n-tallisa 

d'entrer en intact:. de la presente invention, 

^ un mode ^ la faC e exterieure de la 

ladite portion de oouche est formSe sur 

membrane * ^ realisation de la presente invention, 

LQ selon un mode de realxsat int6rieur e de la 

ladite portion de oouche est formee sur 

membrane. , presente invention, 

aes portions ae couches sent forces sur les faces 

15 interieure ae la membrane. ^ la present* invention. 

Selon un m°ae ae r^rsatro de la 

Xaaite enceinte est sous vx d e et en ce £ ^ et deuxi^ 

^^.^ne est choisie pour que. au repos. 

^tallisations soient en contact. prteen te invention, 

ladite portion de coucne 

couches formant bilame. , oresente invention, 

Selon un »ae ae ^^^^Uons est ae 
!• intervene entre les piemrere et oeuxxeme 

25 rorire ae 0.1 a 3 de la presente invention, 

Selon un mode ae realisatro mtrure 
. ^<rt-ituee a'au moins une ooucne u= 
lauite membrane est constituee a 

ae silicium. D rtvoit aussi un proc«l6 ae 

u presente ^^jf"^^ covenant les 
30 fabrication a'un ^ tote ^^TT moins une prepare 
etap es consistent a former « » substtat e t ae la 

— ^Mitn-ir une parxie 
netallisatxon ; - matfaiau sacrificrex * 

prepare metallisation a' une couche oouche isolante ; 

aeposer une aeuxieme ^Z> laow>en l ae la oouche 

35 ouvrir la couche isolante en regara a un emp 
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. ^^nficLelle ; boucher l'ouverture 
sacrificialle ; ^liminer la ccucte sacxxfxcxelle 

la aascription suiv^ ae ^ ^ ^ 

faite a titre nan-limitatii en i«* 

— 1 ^Tijuras - » — -J ^ ^ 
^eticn a- — — "L^T- 

... - JLS- . — - — 1 m - 

i position de contact ; —i-u™, mode de realisation 

Xa figure 3 represent un V^, ^ en 

„.« .ncrointerrupteur ther-uque selon la presan 

0 Stapes da'ao™ du — selon le troisl** 
^ aa realisation de la prtsente ^ pr6sente 

Un node de realisation d'on oanposant selon * 

«ion est illustra de ^ — ^.S^C 

25 substrat 1 correspondant par exemp tso lant, 

est formae -me -tallxs^o ^ ^ conducteurs ast 

Spares par un petit J^rval^ ^O. ^ ^ gu 
-s«ptible d'etre relxe a des ^ du clrcult Integra 

30 circuit intagre ou d'etre relie a des eleven m 
^ aes viae traversal 1'isolant 1. d 

present.. Un plot concur J -t«- - ^ ^ 
35 Hre Tu-dessus da 1'intervalle S. cette — 
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i«3s 11 et 12. Bien que 
est fornSe «•« seule ■-«*■ ^ ^^es. on 

ces Pieds soient *"T a&finissa nt avec 1, — «- 

notera Qu-lls forwent une couronne ««« ^ ^ 14 . 

10 et la surface supsrieure au J*^^. „ 1-e ^ «U. 

* ie r* ^ rss - - *— »— 4 

d'un materxau solide ou ^4 

tres faible pression. ^ emplacement 

^ ^rane 10 est revetue au mo^s ^ 
,, _,. 17 acait representee) a •» 
(deux emplacenents 16 et distinct de celui ae la 

Patent un coefficient de ^ a la 

Si la structure llluSt ^ ant f7 u syst ^. guarf la 
position as repos a te^^re a*ian~ e, sys^ ^ ^ ^ 
tenptaature augments. 1* materiau . ia mem- 

pisas 11. 12 sent suffisa^t *><*r£L les conuueteurs 3 
Lane pour Que le plot 7 vienne en contact ^avec 
et 4, comns =ela est represents sn figure . ^titus un 

Ainsi le conpesant ass figures «. X ^ ^ 
..icrointsrrupteur tbemigue nor.el^t ^J*^^ „ ia 

la ^^nraTZ^ns 'ass aivsrs — 
, nature aes -t^ et ainaie ^ iatteale . 

bien en epaxsseur qu en «*-*^ ^ giants ae la 

w figure 1A ^ 16 et 17 sont 

presente motion, aans relief par una 

^titu^es a'un <nater.au 19 et 20. connsct^ 

!S region 18 et se termxnent „ prolonge ant sur le 

d e tout* facon usuelle. <~ ^ ^ «. u £lg ure. 

substrst 1 aans le plan P"*™*"^ les pXo ts 19 et 20, on 
en faisant ^^^JZ 8ins i un ^icrointerrup- 
^bauffe les regions 16 et 17. * « ^crointerxvpteur 

3 0 « c-^ande per ^^^^terrupteur statigue est 
de type ^ecanig- ^ J^T ^ pratigu^t nulla, ^n 

que sa re^Svance iori pas de borne - 

notera egalement qu xl n y P d , utiUsation . Ce micro- 

le circuit de commande et le cxrcu 
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Hnnr a des applications dans lesquelles on 
interrupteur se prete done a des app 

* "^^e^ ^tbles ae 

ies caracterxstiques des J^T^ d 'un tel corposant. 

ci-apres un exanple de ^ ^ 

et le plot 7 pent etre dej^ dej^ V* ^ u 

souplesse de la membrane 10. peut et 2X 
On a Sgalement represente en iigure 
- » !■ ensemble du microinterrupteur, ce qui est utl 

Pr0tegea TlTT^s ou le circuit intSgre eat paracheve en 

notamment dans le cas ou ^ ^ 

rencapsulant dans una resxne II faut a ^ 

adhtoant sur la partie superreure de la m+ ^ 

* *" ^"^ ^ oaz neutre 
etre a pression ambrante. de Prefer** pr^.ion. 

de 1'azote. ou peut etre sous une fonrtionnelient 
selon les applications envisagees et le type 

souhaite . ia sur la partie 

on a egalement represente en figure 1A, sur v~ 
* , ™™hrane 10 des zones amincies (les zones ou 
superieure de la membr-e 10. de dilatation tbermi- 

> ^^^TcTui de U nmans). One e^tion sur la 

dTT^e d e - ---- r^rr^. . — 

Par divers precedes qui se 

Par oivei h ^former la membrane pour lui 

0 cation -^^rpTttant de favoriser sa 

~ ^^LT^* lors d-une variation de tempera^ 

fl^ Jn realisation oecnt, or. - 

Par arl^urs. dans le ^ d<1Bl ^iau 

iePr6Sent ' rr^LtTdilatation aifferentiel avec 

35 unique presentant un coefficient a 
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formees d'un empilement d'au moins deux coucnes 

elles un effet de bilame. ^ligation 
La figure 2 represente un deuxieme mode de 

y , . a la -Fioure 1 designes par les memes 

Elements similaires a ceux de la figure j. u«, y 

2£L.. tt aiffere,** essentielle est gue les ~n~*. » 
fon»ees au-aessus de la .*»brane en figure 1 sent ^ lao ^J" 
I^ 2 par aes zones 2S et 27 egale^ t en un »t^P^" 
ST. ae ailatation P- — £ 

- r ptte membrane, a 1 xn-cerievu. 

^ ^J^^tif ^ £ab rigue pour gue 

1' enceinte 14. En outre, ie «^ 

retat de repos corresponde a celui de la figure ^Geci pe 
Le obtenu par e^ple en cfcoisissant * <*r'££Z* 

— ae la — - r f a ., ^ ^^1^ ^ 

- „rter le plot 7 ae son appui sur les conducteurs 3 et 4. 
^ ' t^re 3 repute une vue en cup. sch^tigue et 

s^fi^d-uT^is^ - TTZZ£*^ 

ta - B - ^^tTeTs eLTLTl pertie seule- 

r>A ~<-+- fnrmpfi sur le substrat 1 et S ewa" 

34 est formee sux « >a in«tion 35 forme un 

-* de la n^brane 10. Une ^™ ^t^^onnexion 36 a 
contact sous la membrane 10 et se prolonge par une connexx 

rexterieur de 1' enceinte 14. or6o edents est suscep- 

, Ce mode de realisation comme les precedents es 

tible de tres ncmbreuses variantes dont certaxnes vont etre 
citees ci-apres a titre d'exemple. ^ ^,_ n _ 

La metallisation 35 sous la membrane peu. — - 

_ ^ atl4 . avec ia membrane une 
sionnee et etre en un naterrau foreant ™^ a 
5 structure 4 ooefficient de dilatatron orfferentoel prop 
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„, ouand la temperature augmente. On a alors 

" ™^L^Z^r ^Lnt fer^ partic^ere— 

? mC ?Tp^ *•-» augn-tation aa texture. 
sim ple s'ouvrant en presence augmen te- 

cette auction aa »» J^f^.^ ^t est a»ene 

tion aa texture anfclante. • » ~ - ^ _ 

On pe^oir - c— supple^ntaire 39 au-aessus 
, nn coefficient de dilatation superreure a 

36 13 "^^^ » Teas ou Men la ^tallisation 35 est 
ceiui de la n»brane. En ca oas, ^ ^ouverture at 

aufflsa— nt petite pour ne pas avorr ^« et antago- 
la feature do contact ou Men la reg.cn 39 ..oue 3 9 
niste et co^entaire par ^*^Z* exterieur pour 

pe.t etre la source ^J^'TJL^l*™ ~* — 
fournir un interrupteur commande. i* mi 

— -* ^rts^Treallaation representee en 

™ TT' 3 " constituent ^ des e~*l~ oe la 
figures 1A-1B, ^ 

' — C 1 ^- -re^ la ^"^Z - - 

avec la faorication ^J^^', 4F w 

5 3. ,. rairp 4A 0 n a forme et grave 

A l'etape illustree en figure 4A, 

sur le substrat 1 une metallisation 34. au . deSS us 
A l'etape illustree en figure 4B, « f*^ 
v, ^ 1 et de la metallisation 34, sensiblement a emp 
du substrat 1 et ae ia couche d'un materiau 

. jAf-inir 1 ' enceinte 14, une wuw* 
30 cement ou on veut defxnir i e.^ 

sacrificiel 41. depose et grave 

A l'etape illustree en figure 4U, on t~ 

une deuxieme metallisation 35-36. 
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A retape - ^ e^e uT^-- 

couohe XsoXante 43 aans ia^eUe « 4 , 

A X'etape illustrte en fxgure rinteItoMiai re 

de roaverture 44 puis on a isolaIrte 43. 

Xante 45, pa, ex^le ae -»» 14 . u#t . 

P ° BC VTTLut etre effect sous vide de sorte <ue 

la oouche isolante 45 peux ew. 

10 renceinte 14 est sous vide^ on proC ede a un amin- 

A l'etape illustree en figure 43 pour 

— « aes — ^Hn^t^ pour cela aes 
former la .MB— 10. - P-^"^ ^ par example 

— - — T * « ^XcouL. seuXe la 

15 que la oou*e 43 est fornee ^ ^acements ou 1'on 

c^&es inferieures restant en v tissue ae la phase 

^ ^ les — - — • - ~ ^ fc ^on entra 
a'anlncissercent. sous ,1 effet Xa ^^atlon 

la preset ae la "J ^^on 34. <~i constitue 

20 35 pent venxr en « mt ^f" 0 ptiom>eXle ae X' invention. 

bi en entenau une caracteristxque P ^taXlisa- 
Btfln. a tltre optlonnel. on forme sur la structure 
tton 39 mustrte en «*»^ devra ohoisir pour 

Bl£n ^TaLsLT^ -teriau^ presentant les carac- 
25 chacune aes oouohes aeposees « p^ibilitfe ae gravure 

sSXective par rapport aux au s^lective- 
-terlau ae la oouohe ^^^Ulsations 34 et 35 et a 
^t par rapport au isolante 43. A titre a'esen,- 

30 oeu* au substrat 1 et ae la oouche ^ en osyde ae 

pxe. si Xa surface p.urra etre for** ae 

siliciun, Xe materia* forwent Xa siUEiisa . o**ae 

mtrure ae silled - d-« -~ _ 
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ou de chrome, at le ,»teriav ^^^j^e „.« ese*- 
6tre ae ral^inium. Bien — rat6rl .ux pourxont 
^ ae realisation et ^f^Xl.u* satisfassent aus 
etre utilisees a *• 0-prtlM- avec un aep* 

conditions souhaitees et qu Us soien *- 

— sacriilcielle absent 

distance entre les contacts peut etre ae 0 r6ten4ue 

laterale ou disposltif Want ^ptible ae aiverses 

La present ^txon est suscept 

mantes et ™rfi £i cations ^ son 

tent en ce qui conceme la struct** qu en^e qui ^ 
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PTWfflPTC A ' rIONS 
*o„r thermique forme sur une oouche 
, "-^^J^t - circuit int*re 
superieure isolante (1) a un 

camprenant : metallisation (3, 4, 34) ; 

au moins une premiere mew 

une ^ne souple (10) pj et 

appui sur *-it substrat (X) et aefrnrssant avec ces 
ledit substrat « enceinte (14) ' (7 . 3S) sur le 

au moins une aeuxieme 1 „ c^tact 

„ i.m<- membrane, susceptible de vemr e. 
face interne ae laoite memory. . 6 _ -^tallisation ; 

« ae sorter ae laaite « ^^^ m ..ins une 

CB-**-»»-*. U ™*™^ . a, 27 ; 35 . 39) 
portion ae couche a'un matenau (16 1 • ^ £ace ae le 

satinet ae celui as U "~'^" 01Btrt u ae la n^rane 
^rane entre lesdits preos et la part la 
5 pour ecarter la m^rene ae sa posrtron de repo 

rature varie. _ lon ia revendication 

d'etre traverse par un courant la revocation 

3 . Micro ^s^rr j — - — - 

1, oaracterise en ce qu rl ccmp inter valle (5) et en ce 

qu.il comprena sur la face inren contact les aeux 

intact conaucteur (7) susceptible ae mettre en 
25 premieres metallisations. ^venoication 

4 . Microinterrupteur *™ une premiere 
3 . oaracterise en ce *r U ^fXieure oe la m-brane une 
metallisation (34, et sur U ^ ^ m (36). 

I oaracterise en ce ^e leait« Portion de couche 

II face exterieure ae la membrane. 
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• «, ™oteur thermique selon la revendication 
! caracterise en ce que ladite por«. 

la f ace interieuxe se lon la revocation 

7. Microxnterrupteur formees sur 

, en - ^ ^^rJT^L que. an 

o. cue la "J^u.aa. soient en contact. 

m«. 1- «»— Bt ter„ ique selon la revenolcaticn 

9 . ^™™^J^Z de cou*e est ocnstituee 
1 c^xjcterise en ce que ladire 

d -.„ ^"-.-^J°Zl^on la teveno.cat.cn 
rrT^ "intervene entre les predate et 
!. ca.ucterxse en ce que fc 0>1 » 3 «dcro*4tre. 

dL .uxi««= rttsllisations est de revendication 
u . mcrointerrupteur thernique selon d , au 
» caracterise en ce que ladite ne.nbrane (10) est 
«,« une a-un .dcroin^rrnptsur 

"oTr^ qTelcZe des revendications 

" "orLTsur un substrat (1) au .noins une ^ 

Usetion ; substret et de la premise 

a reCOUVrir ^1) d'un ^teriau sacrificiel ; 

^tallisation d'une couche 41) M) . 

dSposer une deuxi&ne netainsation 

deposer une couche isolante (43) ; aaenKnt 
o^i* la couche isolante en regard 

30 (44) de la couche sacrificielle ' 

Alimner la couche sacrxfrcrelle . 
boucher l'ouverture fortnee : 

^inoir ladite couche isolante. _ araotteis 6 en 

,3 Precede selon la revendicatxon 12. caractt* 
U. nw=« ^ al is6e sous vide. 

35 oe que 1'operation de touches est realrsee so 
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